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内容概要

　　本书在介绍半导体硅的物理、化学和半导体性质的基础上，全面。
系统地介绍了满足集成电路芯片工艺特征尺寸线宽0.13-0.10umIC工艺用优质大直径硅单晶、抛光片以
及用于制备硅太阳能电池的硅晶片的制备技术、工艺、设备和相关国内外标准。
　 　　本书可供致力于从事半导体材料硅晶片加工技术工作领域的科技人员、工程技术人员、工人阅
读参考，也可供企业管理人员或在校学生和热爱半导体材料硅的各界人士参考。
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章节摘录

　　第二篇　集成电路用硅晶片的制备　　第3章　硅晶片的制备　　3.3 控制硅片质量的主要特征参
数及有关专用技术术语解释　　硅片的各项质量特性参数可以说是互相关联的，它是一项综合影响的
技术、质量特征指标，它直接反映出硅片的内在和表面加工质量。
　　通常控制硅片质量的主要特征参数包括表征硅片加工前的内在质量的特性参数和表征硅片加工后
的几何尺寸精度的特性参数：例如硅片的结晶学参数、电学参数、机械几何尺寸参数和表面洁净度及
表面金属离子沾污、含量等。
　　3.3.1 表征硅片加工前的内在质量的特性参数　　（1）硅片的结晶学参数氧及碳含量、晶向和各
种缺陷（位错、氧化诱生堆垛层错、晶体的原生缺陷——COP缺陷等）。
虽说各种缺陷主要取决于晶体生长本身的结晶完整性，但有些也是与其加工有关。
硅片在不同加工工序过程中，还是可重新引入相关的微缺陷。
　　（2）硅片的电学参数导电型号、电阻率、电阻率均匀性、寿命等。
这些参数在一定条件下，主要取决于晶体生长的质量。
硅片加工过程中一般是无法改变它本身的电学参数。
　　3.3.2 表征硅片加工后的几何尺寸精度的特性参数　　硅片表面的机械几何加工尺寸参数和表面状
态质量参数等取决于硅片的加工工艺、技术水平。
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